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分類（IC4 分類＋ディスクリート）を独自の視点からビジネスモデル別 3 分類（旧 IDM
















length）に着目して微細 UMOSFET の閾値電圧 Vth 上昇現象を解明した。従来考えら
れていた、コンタクト P+拡散層によるチャネル濃度上昇は crl<30nm まで微細化しな
いと発生しないのに対し、実際には crl<150nm で Vth 上昇が観察されゲート空乏層が
コンタクト P+層にパンチスルーすることで Vth 上昇が起こることを初めて明らかにし
た。微細パワー半導体のセルサイズ縮小に伴ってセルサイズの約 1/10 で縮小が進むゲ
ート・コンタクト距離（crl）は現在 100nm 以下になっている。この領域では Vth は crl
依存を始める（crl が小さくなると Vth が著しく上昇する）。200mm ラインの限界は露
光装置のパターニング限界(130nm)ではなく寸法変換差や合わせ精度(10～20nm)が律






度（場）とチップサイズ（設計）から不良率を予測するモデルと第 4 章の Vth 上昇モデ
ルをデータで結合し動的平行線図で可視化している。これによると crl 縮小に伴い工程
欠陥がゲート不良や L 負荷耐量不良の急激な増加を招くこと、現状の加工装置の欠陥
管理レベル（～0.01/cm2）でも標準的な 3mm 角チップの UMOSFET では無視できな
い歩留低下を起こすことを示している。また、Vth モデル、ベース抵抗モデルと欠陥モ
デルを統合したユニバーサルモデルを使って工程能力と欠陥レベルによる特性・不良率




学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文は、パワー半導体製造にかかわる課題を明確にし、微細化が進むパワー半導体の
工程能力と歩留に関する新しいモデルを提案しており、パワー半導体の生産能力改善へ
の貢献が期待できる。 
 論文調査会や公聴会においても参加者から、提案したモデルの詳細について、300mm
ライン導入時のウェーハ薄化技術について、200mm ラインの工程能力向上の方策につ
いて等種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明により質問者の理解が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会で慎重に審査した結
果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものと判断した。 
